






























































专利名称(译) 波束形成装置和具有该装置的超声波诊断装置

公开(公告)号 US20160100822A1 公开(公告)日 2016-04-14

申请号 US14/877376 申请日 2015-10-07

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 KIM BAEHYUNG
KIM KYUHONG
PARK SUHYUN
LEE SEUNGHEUN
LEE HOTAIK
CHO KYUNGIL

发明人 KIM, BAEHYUNG
KIM, KYUHONG
PARK, SUHYUN
LEE, SEUNGHEUN
LEE, HOTAIK
CHO, KYUNGIL

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4483 A61B8/54 A61B8/14 A61B8/4405 A61B8/4411 A61B8/488 A61B8/5207 G01S7/5202 
G01S7/52025 G01S7/52046 G01S15/8925 G01S15/8927 G01S15/8993 G10K11/346

优先权 1020140135620 2014-10-08 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种波束形成装置，被配置为对通过具有二维换能器阵列的超声换能器
发送的超声波进行波束形成，包括：发送器，被配置为输出被配置为驱
动构成换能器阵列的元件的发送脉冲;以及发送开关，被配置为选择至少
两个元件。形成孔的元件使得传输脉冲驱动形成孔的元件。
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